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遺伝子診断において、臨床現場即時検査が要

求され、DNA を迅速に現場で検出することが

求められている。DNA 検出法としては、蛍光

検出と電気検出があり、電気検出法は、ラベル

化不要、大型装置不要などから、臨床現場即時

検査に期待されている。私達は、これまでに金

属-微小空隙-半導体構造、金属-絶縁体-微小空

隙-絶縁体-半導体構造センシングデバイスを

開発した。1,2) 本研究では、複数の金属-微小空

隙-絶縁体-半導体構造を有するセンシングデ

バイスを製作した。 

 Fig. 1 は、センシングデバイスの概略図で

ある。絶縁体-半導体部は、SOI ウェハを用い、

半導体としてシリコン層をライン状にパター

ニングし、絶縁体として熱酸化膜を形成し、セ

ンシング表面にプローブ DNA 固定化のための

金薄膜を形成している。金属-微小空隙部は、

石英板を用い、微小空隙部をパターニングし、

金属として金薄膜をライン状にパターニング

して形成している。石英板を SOI ウェハに貼

り合わせ、金薄膜ライン１本とシリコン層ライ

ン８本との交差部が８個の金属-微小空隙-絶

縁体-半導体構造となるセンシングデバイスを

製作している。デバイスの動作は、静電容量-

電圧特性を測定して解析した。 

Fig. 2 は、センシングデバイスの微小空隙に

純水を導入したときの静電容量-電圧特性であ

る。金属-絶縁体-半導体ダイオードと同様な特

性を示しており、フラットバンド電圧を測定す

ることができる。静電容量-電圧特性の蓄積容

量から、水の比誘電率を 80 と仮定して計算し

た微小空隙は 1.0μm である。 
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Fig. 1 Schematic diagram of sensing devices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Capacitance-voltage curve of a device at 

1 kHz after addition of pure water. 
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